中南大学现代远程教育课程考试模拟试题
及参考答案

电子技术

一、填空（10分）

1.在电场作用下，空穴与自由电子运动形成的电流方向是（      ）的。

2.因P型半导体中空穴为多子，故P型半导体呈现的电性为（     ）。

3.二极管的正向电阻（     ），反向电阻（     ）。

4.稳压二极管工作在（         ）状态。

5.三极管工作在放大区时，b-e结为（      ）偏置，b-c结为（     ）偏置。

二、已知晶体管的
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求β=？（10分）

三、电路图如下，试求静态工作点IBQ，ICQ，UCEQ，已知Rb=280KΩ,Rc=3KΩ, β=50（15分）
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四、已知MOS场效应管的转移特性如下图所示，请指出它属于哪种沟道，是耗尽型还是增强型，为什么？其UP或UT为多少？（10分）
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五、写出如下逻辑电路图输出端F的逻辑表达式，若所有输入端都为低信号，输出F是何电平。（15分）
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六、已知基本RS触发器逻辑图如下，试填其功能表。（10分）
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七、CP为边沿触发的JK触发器的逻辑图及输入波形如下，试画出Q端的波形（初始Q为低）。  （15分）
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八、试用555定时器接成施密特触发器电路，当VCC=12V，无外接控制电压时，VT1，VT2，VH各为多少？   （15分）

参考答案

一、 1、（相反）   2、（正电）   3、（小）（大）   4、（反向击穿）  

5、（正向）（反向）

二、 β=124

三、 IBQ=40mA    ICQ=2mA    UCEQ=6V

四、 为N沟道耗尽型场效应管，UP=-2V

五、 
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，F为高电平。

六、 Qn+1分别为“不定”、“0”、“1”、“Qn”
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七、 

八、 电路图见“数字电子技术”教材P94

VT1=4V      VT2=8V    VH= VT2 - VT1 =4V
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